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본 에  플 시블 질 갈  다 드  (a) p-  질 갈  막층과 n-  질 갈  막층

 사 어 층에 착하는 단계; (b) p-  질 갈  막층에 하  극  시키고, 하  극에 리

도 하는 단계; (c) 사 어 층   리프트- 프 공  통해 p-n 합 질 갈  막  리하는 
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단계; (d) 리  p-n 합 질 갈  막에 포 지스트  트 치 에칭 마스크  하여 트 치 에칭 

하는 단계; (e) 트 치 에칭  리  p-n 합 질 갈  막에 트 치 에칭  하는 단계; (f) 리

 p-n 합 질 갈  막에 포 지스트  포 리 그 피 공  하여 상  극  상  극 

착 하는 단계;  (g) 리  p-n 합 질 갈  막   질 갈  다 드에  포 지스

트  거하는 단계;  포함하여, 스트 에       상승  가능하고, 에 

에 지 드  상  함   공  재결합  상승시킬 수 는 과가 다.
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청

청 항 1 

(a) p-  질 갈  막층(100)과 n-  질 갈  막층(200)  사 어 층에 착하는 단계;

(b) 상  p-  질 갈  막층(100)에 하  극(400)  시키고, 상  하  극(400)에 리 (500)  도

하는 단계;

(c) 상  사 어 층   리프트- 프 공  통해 p-n 합 질 갈  막  리하는 단계;

(d) 상  리  p-n 합 질 갈  막에 포 지스트  트 치 에칭 마스크  하여 트 치 에칭 

하는 단계;

(e) 상  트 치 에칭  상  리  p-n 합 질 갈  막에 트 치 에칭  하는 단계;

(f) 상  리  p-n 합 질 갈  막에 포 지스트  포 리 그 피 공  하여 상  극(300) 

상  극 (600)  착 하는 단계;

(g) 상  리  p-n 합 질 갈  막   질 갈  다 드에  상  포 지스트  거하는

단계;  포함하는 것  특징  하는 플 시블 질 갈  다 드 .

청 항 2 

 1항에 어 , 

상  (a)단계에 , 

상  p-  질 갈  막층(100)과  상  n-  질 갈  막층(200)  착  시,  MOCVD  (Metal-Organic

Chemical Vapor Deposition) 공  사 하 , Cp2Mg  SiH4  함  p- 과 n-  도핑  어 도  하

는 것  특징  하는 플 시블 질 갈  다 드 .

청 항 3 

 1항에 어 ,

상  (a)단계에 , 

상  p-  질 갈  막층(100)  200  nm   500  nm  께  루어지  주 는 Mg  도핑 도는 150  sccm

1200 sccm  루어지는 것  특징  하는 플 시블 질 갈  다 드 .

청 항 4 

 1항에 어 , 

상  (a)단계에 , 

상  n-  질 갈  막  200 nm  500 nm 께  루어지는 것  특징  하는 플 시블 질 갈  다

드 .

청 항 5 
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 1항에 어 ,

상  (b)단계에 ,

상  하  극(400)  p-  질 갈  막(100)과 항  합 (  합)  루는 Ni, Au  포함하는 하나

층 또는 복수  층  는 것  특징  하는 플 시블 질 갈  다 드 .

청 항 6 

 1항에 어 ,

상  (b)단계에 ,

상  리 (500)  도  식에 해 만들어지고, 20 μm  200 μm 께  착 는 것  특징  하는

플 시블 질 갈  다 드 .

청 항 7 

 1항에 어 ,

상  (f)단계에 ,

상  상  극(300)  상  극 (600)  상  n-  질 갈  막(200)과 항  합 (  합)  루

는 Ti, Au  포함하는 하나  층 또는 복수  층  는 것  특징  하는 플 시블 질 갈  다

드 .

 

 술  

본  플 시블 질 갈  다 드 에 한 것 , 욱 상 하게는 우수한 핸들링 특  갖[0001]

는 플 시블   포함하 ,  빔   사 어  통하여 사하여 사 어 

질 갈  막  하게 리할 수 는 플 시블 질 갈  다 드  에 한 것 다.

 경  술

근, 플 시블  하여 다 드  같  스  하는 연 가  진행 고 [0002]

다. 러한 플 시블 스    상에   하고 습식 식각 공   

 리시킨다. 하지만 사 어  학  리하거나 거할 에 많  시간  는 문  다.

행 술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 한민  등 특허 공보 10-1211322 (2012.12.05) [0003]

 내

해결하 는 과

본  상술한 문  해결하  하여, 우수한 핸들링 특  갖는 플 시블   포함하 , [0004]

공개특허 10-2016-0122340

- 4 -



 빔   사 어  통하여 사하여 사 어  질 갈  막  하게 리할 수 

는 플 시블 질 갈  다 드   공   한다.

과  해결 수단

상술한  달 하  한, 본 에  플 시블 질 갈  다 드  (a) p-  질 갈[0005]

막층과 n-  질 갈  막층  사 어 층에 착하는 단계; (b) 상  p-  질 갈  막층에 하  극

시키고, 상  하  극에 리  도 하는 단계; (c) 상  사 어 층   리프트- 프 공

 통해 p-n 합 질 갈  막  리하는 단계; (d) 상  리  p-n 합 질 갈  막에 포 지스트

 트 치 에칭 마스크  하여 트 치 에칭  하는 단계; (e) 상  트 치 에칭  상  

리  p-n 합 질 갈  막에 트 치 에칭  하는 단계; (f) 상  리  p-n 합 질 갈  막에 포 지

스트  포 리 그 피 공  하여 상  극  상  극  착 하는 단계;  (g) 상  리

 p-n 합 질 갈  막   질 갈  다 드에  상  포 지스트  거하는 단계;  포함

하는 것  특징  한다.

 과

본 에  플 시블 질 갈  다 드  드갭   질 갈 계 합물 도체  [0006]

에  에 지 변   고, 수  , 빛  지향  고,  동  가능하 , 열 시간과 복

한 동 가 필 하지 고, 격  진동에 강하  문에 다 한 태  고 격  시스 에  

가능하여,  가 운  미 에  열등,  등,  수 등과  같   원  체할  고체 (solid-state

lighting)  원  사  수 는 과가 다.

또한, 본 에  플 시블 질 갈  다 드  질 갈 계 다 드가  수 등[0007]

나 등  체하여 색 원  쓰  해 는 열   뛰어나  할 뿐만 니  낮  비

에 도 고  빛  할 수 고, 특 , 질 갈  p-n 합 사 에 생하는 재결합     

 상승시킬 수 고, 러한 재결합  상승시키  해,  통한 에 지 드  상  할 수 

는 는 과가 다.

도  간단한 

도 1  본 에  플 시블 질 갈  다 드  는 다 드  시도,[0008]

도 2  본 에  플 시블 질 갈   공 도, 

도 3  본 에  플 시블 질 갈  다 드  공 도, 

도 4는 본 에  플 시블 질 갈  다 드  , 플 시블 질 갈  다 드

 원리  하는 개 도 ,

도 5는 본 에  플 시블 질 갈  다 드  , 플 시블 질 갈  다 드

 스트 에  동결과  하  한도 다.

 실시하  한 체  내

하, 첨  도  참 하여 본  실시  보다 상 하게 하고  한다. 에 , 본   청[0009]

에 사  어나 단어는 통상 거나 사  미  한 하여 해 어 는 니 , 는 그

신   가    하  해  어  개  하게  할  수  다는  원칙에

각하여, 본  술  사상에 합하는 미  개  해 어 만 한다.

, 본 에 재  실시  도 에 도시   본  가  직한  실시 에 과할 뿐[0010]

고 본  술  사상   변하는 것  니므 , 본 원시 에 어  들  체할 수 는 다

한 균등물과 변 들   수  해하여  한다.
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도 1  본 에  플 시블 질 갈  다 드  는 다 드  시도 다.[0011]

도 1  도 2에 도시   같 , 본 에  플 시블 질 갈  다 드는 p-  질 갈  막층[0012]

(100), n-  질 갈  막층(200), 상  극(300), 하  극(400), 리 (500), 상 극 (600)  포

함한다.

상  p-  질 갈  막(100)  200 nm  500 nm 께  루어지  주 는 Mg 도핑 도는 150 sccm  1200[0013]

sccm  루어 질 수 다.

상   n-  질 갈  막(200)  200 nm  500 nm 께  루어진다.[0014]

상  상  극(300)  n-  질 갈  막과 항  합(  합)  루는 Ti, Au  포함하는 하나  층 또[0015]

는 복수  층  루어질 수 다.

상  하  극(400)  상  p-  질 갈  막(100)과 항  합(  합)  루는 Ni, Au  포함하는 하[0016]

나  층 또는 복수  층  루어질 수 다.

마지막 , 상  리 (500)  도  식에 해 만들어지고, 20 μm  200 μm 께  루어진다.[0017]

하에 , 상술한  갖는 본 에  플 시블 질 갈  다 드  에 하여 도 2 [0018]

도 3  참 하여 한다.

참고 , 도 2  본 에  플 시블 질 갈   공 도 고, 도 3  본 에  플 시블[0019]

질 갈  다 드  공 도 다.

상  p-  질 갈  막층(100)과 상  n-  질 갈  막층(200)  p-n 합  통해 사 어 층에 착하는[0020]

단계  수행한다(S100).

,  상  p-  질 갈  막층(100)과  상  n-  질 갈  막층(200)  착  MOCVD  (Metal-Organic[0021]

Chemical Vapor Deposition) 공  사 하는 , 여  Cp2Mg  SiH4  함  p- 과 n-  도핑  어

도  하는 것  직하다.

상  p-  질 갈  막층(100)에 상  하  극(400)  하는 단계  수행한다(S200).[0022]

상  하  극(400)에 리 (500)  도 하는 단계  수행한다(S300).[0023]

 리프트- 프 공  통해 p-n 합 질 갈  막  상  사 어 층  리하는 단계  수행한[0024]

다(S400).

, 상  리   질 갈  다 드  사 어층  거하  해 Lambda Physik Lextra[0025]

200 KrF pulsed excimer laser  사 하여  리프트 프 (Laser lift-off)  실시하는 것  직하다.

상  리  p-n 합 질 갈  막에 포 지스트  트 치 에칭 마스크  하여 트 치 에칭  [0026]

하는 단계  수행한다(S500).

상  트 치 에칭  상  리  p-n 합 질 갈  막에 트 치 에칭  하는 단계  수행한다(S600).[0027]

트 치 에칭  상  리  p-n 합 질 갈  막에 포 지스트  포 리 그 피 공  하여 상  상[0028]

 극 (600)  착하는 단계  수행한다(700).

또한, 상  상  극 (600)  상  극(500)  n-  질 갈  막과 항  합 (  합)  루는[0029]

Ti, Au  포함하는 하나  층 또는 복수  층  루어질 수 다.

후, 상  리  p-n 합 질 갈  막   질 갈  다 드에 상  포 지스트  거하는[0030]

단계  수행하여(S800),  플 시블 질 갈  다 드  하게 다.

하에 , 상술한 에 해 , 플 시블 질 갈  다 드  원리  하는 개 도  스[0031]

트 에  하   동  한다.

상  플 시블 질 갈  다 드는  에 한 스트  하 , 상  스트 에 해  [0032]

극 하가 p-n 합 사 에 고 공핍 역에  하들과 하여 에 지 드가 어지게 다.

, 도 4a에 도시   같 , concave  경우, 어지는 에 지 드   하  공[0033]
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 생하게 , 하  공  재결합  상승하게 어      향상시킬 수 

다.

또한, 도 4a에 도시   같 , convex  경우, 언  태 에 지 드   하  공[0034]

 공핍시키게 , 하  공  재결합  낮 지게 어      낮 진다.

하에 , 도 5  참 하여, 상술한  포함하는 본 에  실  플 시블 질 갈  다 드[0035]

스트 에  동 결과  한다.

도 5에 도시   같 , 본 에  플 시블 질 갈  다 드는 주는 스트 에  [0036]

    변 시킬 수 다. , concave  경우, 9.1 %    상승과 9.6 %  

  상승시킨다.

상과 같 , 본  비  한  실시  도 에 해 었 나, 본  것에 해 한 지 [0037]

 본  하는 술 에  통상  지식  가진 에 해 본  술 사상과 하 에 재  청

 균등  내에  다 한 수   변  가능함  물 다. 

 

100 : p-  질 갈  막층[0038]

200 : n-  질 갈  막층

300 : 상  극

400 : 하  극

500 :  리

600 : 상  극 

도

도 1
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도 2

도 3
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도 4

도 5
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